
 

 

2009B1819    BL47XU 
 

Si SiO2/Si  
Structural analysis of Gate Dielectric/Si Substrate interface  

using Back Side Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy 
 

  a,  a,  b 
Tomoyuki Suwaa, Akinobu Teramotoa, Kazumasa Kawaseb 

 
a , b   

aNew Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University,  
bAdvanced Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corporation 

 
/Si

20nm SiO2 5nm Si SiO2/Si

 
 

 SiO2 XPS  
 

 
/Si MOSFET

LSI
/Si

CVD
Si /Si

Si 1s Si /Si
 

 
 

1 SOI SOI 5nm
20nm 900

SOI SOI BOX
1 Si

Si/SiO2 Si 1s  

 
 

1.  
 



 

 

 
2(a) (b) Tougaard [1] 85 52 30 15
10 Si 1s 2(b) (a) 3

Si (SOI ) Si 1s
5~6eV SiO2 Si 1s

Si Si SiO2

 

 
2. Si 1s  

 
3 TOA=85 Si 1s Si

Si (Si4+ )
I(Si) I(Si4+) Si 1s

I(Si) I(Si4+) I(I)
 

 
3. TOA=85 Si 1s Si Si

(Si4+ )  
 

 
4 I(Si4+)/I(Si) TOA

1 Si 4.7nm
Si 5nm  

5 I(I)/I(Si) I(I)/I(Si4+) TOA I(I)/I(Si) TOA
I(I)/I(Si4+) TOA

 
Si (4.7nm)/ /SiO2

 



 

 

 

 
4. I(Si4+)/I(Si) TOA  

 

 
5. I(I)/I(Si) I(I)/I(Si4+) TOA  

 
 

Si1+ Si2+ Si3+ Si-H

X
Si 2p

Si

/ /Si
/Si  

 
 

[1] K. Ohishi and T. Hattori, Jpn. J. Appl. Phys. 33, L675 (1994). 
 




